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１．概要（Summary） 

本研究は、複数のカンチレバー式変位計を一体とした

平面測定用の MEMS デバイスの高精度化を行なうもの

である。現在、我々の研究チームでは改良型デバイス製

作に備え、プロセスに関する各種条件を検証中である。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD、両面マスクアライナー、スピンコーター、

イオン注入装置、リアクティブイオンエッチャー、拡散炉、

ドラフト 

【実験方法】 

プラズマ CVDにより酸化膜を堆積し、両面マスクアライナ

ーによるリソグラフィを実施した。その後、イオン注入装置

により、ピエゾ抵抗体形成のためのリンイオン注入を行い、

スパッタ装置により Al-Si 膜を堆積した。配線層パターニ

ング後に、スピンコーターと拡散炉により水ガラス膜の成

膜、焼成を行い、リアクティブイオンエッチャーとドラフト内

におけるウェット処理により酸化膜エッチングを実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

前年度に構築されたデバイス作成手法を用いて、回路

製作、回路保護、探針製作のプロセスを実行した。 

回路保護プロセスでは、探針製作時に使用する

TMAH から回路を保護するために水ガラス、酸化膜の保

護層を形成した。今回は CVD による酸化膜層と水ガラス

層を交互に堆積させる手法を用い、回路の保護を行っ

た。  

 上記の回路保護手法を用いて探針製作を行い、高さ

230mの探針製作に成功した。回路部分に損傷は見ら

れず、回路保護手法の安定性が示せた。 

 Fig.1に探針製作後のデバイスを示す。 

 

 

a) circuit surface      b) probe surface 

Fig.1 Device after the etching 
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